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【手続補正書】
【提出日】平成22年1月6日(2010.1.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁表面を有する基板上の１３族の元素を含有する第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上の第２の絶縁膜と、
　前記第２の絶縁膜上の島状の半導体層をそれぞれが有する複数の薄膜トランジスタと、
を有し、
　前記島状の半導体層は、
　１３族又は１５族の元素を含有するチャネル形成領域と、ｎ型又はｐ型を付与する不純
物元素を含有するソース領域又はドレイン領域と、を有することを特徴とする半導体装置
。
【請求項２】
　請求項１において、前記複数の薄膜トランジスタは、前記ソース領域又はドレイン領域
が含有する不純物元素がｎ型を付与する不純物元素である第１の薄膜トランジスタと、前
記ソース領域又はドレイン領域が含有する不純物元素がｐ型を付与する不純物元素である
第２の薄膜トランジスタと、を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、前記第２の絶縁膜は１３族の元素を含有し、前記第２の絶縁
膜が含有する１３族の元素の濃度は、前記第１の絶縁膜が含有する１３族の元素の濃度よ
りも低濃度であることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項において、前記チャネル形成領域が含有する１３族又は
１５族の元素の濃度は、前記第２の絶縁膜が含有する１３族の元素の濃度よりも低濃度で



(2) JP 2008-198647 A5 2010.2.25

あることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項において、前記チャネル形成領域が含有する１３族又は
１５族の元素は、前記チャネル形成領域中の前記第２の絶縁膜と接する側の表面近傍に添
加されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項において、前記第１の絶縁膜が含有する１３族の元素は
、前記第１の絶縁膜の表面近傍に添加されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項において、前記第１の絶縁膜は酸化シリコン、窒化シリ
コン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、又はこれらの積層からなることを特徴とす
る半導体装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項において、前記第２の絶縁膜は酸化シリコン、窒化シリ
コン、酸化窒化シリコンからなることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１項において、前記１３族の元素はボロンであることを特徴
とする半導体装置。
【請求項１０】
　絶縁表面を有する基板上に、第１の絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜に１３族の元素を添加し、
　前記第１の絶縁膜上に第２の絶縁膜を形成し、
　前記第２の絶縁膜上に非晶質半導体膜を形成し、
　前記非晶質半導体膜上にレーザビームを照射することにより、前記非晶質半導体膜を結
晶化して結晶性半導体膜を形成するとともに、前記１３族の元素を前記結晶性半導体膜中
に拡散し、
　前記結晶性半導体膜をエッチングして、少なくとも第１の島状半導体膜と第２の島状半
導体膜を形成し、
　前記第１の島状半導体膜に第１の不純物元素を添加して、ソース領域及びドレイン領域
とチャネル形成領域とを形成し、
　前記第２の島状半導体膜に前記第１の不純物元素とは逆の導電型の第２の不純物元素を
添加して、ソース領域及びドレイン領域とチャネル形成領域とを形成し、
　前記第１の島状半導体膜及び前記第２の島状半導体膜上に第３の絶縁膜を形成し、
　前記第１の島状半導体膜上に前記第３の絶縁膜を介して第１のゲート電極を形成し、前
記第２の島状半導体膜上に前記第３の絶縁膜を介して第２のゲート電極を形成することを
特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１１】
　請求項１０において、前記１３族の元素としてボロンを用いることを特徴とする半導体
装置の作製方法。
【請求項１２】
　絶縁表面を有する基板上に、第１の絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜に１５族の元素を添加し、
　前記第１の絶縁膜上に第２の絶縁膜を形成し、
　前記第２の絶縁膜上に非晶質半導体膜を形成し、
　前記非晶質半導体膜上にレーザビームを照射することにより、前記非晶質半導体膜を結
晶化して結晶性半導体膜を形成するとともに、前記１５族の元素を前記結晶性半導体膜中
に拡散し、
　前記結晶性半導体膜をエッチングして、少なくとも第１の島状半導体膜と第２の島状半
導体膜を形成し、
　前記第１の島状半導体膜に第１の不純物元素を添加して、ソース領域及びドレイン領域
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とチャネル形成領域とを形成し、
　前記第２の島状半導体膜に前記第１の不純物元素とは逆の導電型の第２の不純物元素を
添加して、ソース領域及びドレイン領域とチャネル形成領域とを形成し、
　前記第１の島状半導体膜及び前記第２の島状半導体膜上に第３の絶縁膜を形成し、
　前記第１の島状半導体膜上に前記第３の絶縁膜を介して第１のゲート電極を形成し、前
記第２の島状半導体膜上に前記第３の絶縁膜を介して第２のゲート電極を形成することを
特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１３】
　請求項１０乃至請求項１２のいずれか１項において、前記第１の不純物元素として１５
族の元素を用い、前記第２の不純物元素として１３族の元素を用いることを特徴とする半
導体装置の作製方法。
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